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1) Un bk i
: gia dm;mngomr de largo L = 3jm tiene masas efectivas similares al silicio pero distinta enet
. i i) lti;no resultado una concentracién intrinseca de portadores a temperatura ambie.;n.e
las movili . El bloque es dopado con impurezas aceptoras con densidad N = 3 x 102 em™ ¥
movilidades t.!e los electrones y los kuccos son pn = 1800 cm?/(Vs); pp = 600 cm?/(Vs). Entregando
gia al material se logra generar un exceso de portadores mayoritarios tal que

0.6 pm

Ademés en el semiconductor existe un campo eléctrico E = 30V/cm en direccién —-
/em? con signo indicando su

¢Cual es la densidad de corriente neta de mayoritarios (expresada en A
sentido) en z = 0.3um?

2) Para el circuito de la figura fabricado en un proceso de fabriacién
CMOS con pardmetros Vi, = 08V; Vr, = —10V; pin Cox =
200pA V=2, p Clp = S0pA V=2 y A = 0, se disenaron los transisto-
res con las siguientes dimensiones (%), = 5 (%), =20: (%), =10;
(%), = 30. El circuito se alimenta con Vpp = 3.4V y la corriente de P
referencia tiene un valor Jrep = 104A Caleular el valor méximo de

Ry para que el circuito funcione como fuente de corriente. = =

AM(2)=3xloucm‘3 exp(— - )

Voo

My

e. Se conoce la concentracién de minori-

3) Un trapsistor TBJ NPN estd polarizado & temperatura ambient

tarios en distintos puntos del dispositive cegiin las referencias de Ja figura:
Codmcion

s p(—Wg ~ zgg)=1X 10°cm~3;

o p(-z58) =351 % 1099 cm=5;

« n(0) = 7.03 x 10" em™;

= =5 an=3.
o n(Wg) =826 x 1077 cm™; wgdar  Xag® "e e kg WarKpcoWe
3.

o o(Wp +125c)=413x 1074 cm™ 2
pn (cm?/(Vs))  pp (cm?/(Vs))

» p(Wg+zpc+We) = 1.01 X 10% cm 3. Emisor 900 500
Base 1400 450
Colector 1450 480

Tambiéa se conocen las dimensiones del dispositivo (Wg = 0.4um; Wp = 0.2 pm; W,
v . H Cc= 2_0 X
las movilidades en cada una de las regiones (ver tabla). pm) asf como
Determunar el valor de 5.
4) Se debe disefiar un amplificador emisor comin sin realimentacién con un transistor NPN con p
Is = 100fA; 8 = 250 y V4 —+ oo. La tension de alimentacién es Voo = 5V, y el transistor est4 polarizad
con una (inica resistencia de base g y una unica resistencia de c91ector Re. A la entrada del amplificador
s conecta una sefial senoidsl (v,) de tension pico 20mV y resistencia serie Ry = 1k a través de un
capacitor de desacople. Hallar los valores de polarizacién del transistor (Icq;VecEeg) para que la tensién
de salida sea vy = 750mV y la ganancia propia del amplificador sea Ay, = —150. Considerar una
temperatura tal que kT/g = 261aV. La respuesta se considera correcta si todos los valores estin bien
calculados. Considerar todas Jas aproximaciones que considere apropiadas.
§} MOSFET de potencia: ,Qué consideraciones constructivas se tienen en cuenta al fabricar un MOSFET de
potencia?
A) El dopsje del terminal de Drain debe ser alto para soportar mayores tensiones Vps-
B) u-wddéxidodecm debe ser grando para soportar mayores tensiones Ves-
C) Ei ancho de cansl (W) debe ser pequedio para disminuir la resistencia del canal de conduccién.
D) El drea de Gate debe ser grande¢ para aumentar Cya y mejorar su tiempo de respuesta.
E) Cerca de los contactos metalicos, el dopaje debe disminuir para reducir su conductividad.
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